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?要? ? 旨?
現在、産業界において主に用いられるプラズマ源は????????のプラズマであり、
高周波帯のプラズマ（または??プラズマ）と言われている。??プラズマはこれま
でにプロセスに対する技術課題にていて研究が多くなされてきた。一方マイクロ
波プラズマと言われている???????のプラズマは高周波プラズマほど研究が進ん
でおらず、今後の技術要求に対する可能性を秘めている。マイクロ波プラズマは
??プラズマに比べ高いエネルギーをもっているため、合成に高エネルギーを必要
とするような物質の作製に有利であると考えられる。?
? 本研究ではマイクロ波プラズマを産業界に広めることを目指している。そのた
めのターゲットを、現状では???での作製に????℃を超える温度を必要とする???
とした。リング共振型マイクロ波プラズマ源を用いた???により、??基板上へ比較
的低い温度で???を作製することが目的である。?
? 本研究では???のプラズマ源として?????????????????????????????????????
??????????????????????????????を用いた。原料ガスは有機金属であるテトラ
メチルシラン????：?????????????????：?????????を用いバブリング法で供給し
た。本論文ではマイクロ波出力、???濃度による膜成長の変化について調べた。?
? ???濃度?????では、マイクロ波出力?????以上で成長速度が飽和することを確認
した。???の結果より????°付近の???（??????の場合（???）面）特有のピークが
?????以上で確認できた。成長速度の飽和した?????～?????の範囲では?????で???
強度が最大となり、?????から?????で強度は変化しなかった。また半値幅も?????
で最小となった。一方???の結果から、?????及び?????の?結合は主に????である
ことが分かった。しかし?????では?と?の???結合が主であることが分かった。
?????～?????では主に???の分解が促進され成長速度が増加したと考えられる。ま
た?????～?????では???が分解されてできた????メチルラジカル?の分解が促進さ
れ、?と?の???結合の取り込みが増加したと考えられる。原料として用いた???は、
??に対してメチル基が?倍含まれているため?が過剰で、?と?の???結合を多く含ん
でしまう要因であると考えられる。?
マイクロ波出力?????で???濃度を?????から?????まで減少させ全て膜厚がおよ
そ???になるよう作製した。???の結果では???濃度減少に伴い、???のピーク強度
は減少した。また半値幅も大きくなり、?????ではピークを確認することができな
かった。???の結果から特に?????では?????より酸素の取り込みの増加が見られ
た。この酸素混入が結晶化を妨げている原因だと考えられる。?
? 本研究において、リング共振型マイクロ波プラズマ???により、基板温度およそ
???℃で??基板上へ???多結晶の作製が確認された。???の結晶化には高いマイクロ
波出力が必要であることがわかったが、出力の増加に伴い?と?の???結合を多く取
り込むことが確認された。今後、?と??の供給比率を考える必要がある。?
?
